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Kurzdatens
Kollektor-Sperrapannung -IJE' o = max. 40 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -l.'.f';l g = max. an v
Kollektorstrom =I. = BAX. 400 ma
Gesamtverlustleistung bei ‘IJ 3 25%c rt“ = BmAX. 625 mW
£
bei 8; = 28°C Poog = max. 1,4 W
Sperrschichttemperatur -IIJ = mAX. 150 "¢
Gleichstromverstirkung 3
bei -IJ“ -2V, 'IB = 20 mA B = 30.000
Kollektor-Emitter-Restapannung ¢
bei -Ic = 100 md, -I! w 100 pi -UEE sat *® 1,0 V¥
Transit-Frequens
bei '”c: =5V, "IC = 10 mA f‘l‘ = 220 MHz
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Absolute Grenzwertetg

Transistor BC516

Kollektor-Sperrspannung bei :ll = Of
Eollektor-Emitter-Sperrspannung bei I. = 03
Emitter-Sperrapannung bei I_ = 0z
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Datasheet

= WAX. 40 vV
CE 0 = WAX. o v
KB 0 ™ WAX- 10 Vv
= max. 400 mA
= max. G256 mW
= max. 1,4 W
= max. 180 °c
= min. =58 °¢
= max. 150 “c
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KEennwer tes bei 'U = 28%
€
Eollektor-Restatrom bei Il = 0, 'Ul:l = 30 Vi -IGI- ° = 100 i
Eollektor-Durchbruchspannung z
bei I-I - 0. -Ic = 10 H.ll -'U{nj CB 0 40 v
Eollektor-Emitter-Durchbruchspannung z
bei I' =0, -Iﬂ = 2 mls '“{ll._:l CE O 30 v
Emitter-Durchbruchspannung z
bei I, = 0, -I‘ = 100 mAi -l]{“} EB 0 1w v
Eollektor-Emitter-Restspannung ¢
bei -IG = 100 mA, -Il = 100 pAs -"(:I sat = 1,0 V¥
Basisspannang <
bei -“CI = BV, -IG = 10 mAs -[I'“ - 1,4 ¥
Gleichstromverstirkung )
bei ~Upp = 2 V, =I, = 20 mAs B i 30000
Transit-Frequenz
bei -UBI =5 Y, 'll.'-' = 10 mA; l'" = 100 MHz: f!l.' = 220 MHz
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